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GİRİŞ VE AMAÇ


1980’li yıllarda IBM firması tarafından Silisyum-Germanyum heterobipolar tranzistor (SiGe-HBT) araştırılmaya başlanıldığı zaman, yarıiletken chip üretiminde en çok bipolar teknolojisi kullanılmaktaydı. 1980’li yıllardan sonra SiGe teknolojisi geliştirilmeye başlanıldı. Günümüzde ise gittikçe önemi daha da artmaktadır.


Silisyum çok geniş bir alanda tek kristal yapılı olarak kullanılmaktadır. Silisyum da elektronlar ve delikler her ikisi içinde taşıyıcı hareket yeteneği (yani bir yarıiletkende taşıyıcıların birim elektrik alanı içindeki ortalama sürüklenme hızı) oldukça düşüktür. Daha yüksek hız elde edebilmek için, SiGe veya GaAs (III. ve V. Grup elementleri) ile yapılan yarıiletkenlerle mümkün olur. Başlangıcındaki taban malzemesi, III. ve V. grup malzemelerinden çok az daha pahalıdır ve 200mm’ye kadar olan yarıiletken diliminin çaplarında ekonomik olarak elde edilebilir.


Silisyum-germanyum ile yapılan devreler de düşük elektronik gürültü, yüksek hız ve düşük kaynak gerilimi gibi özellikler bulunduğundan dolayı, haberleşme alanında, sürücü çiplerinde, RF uygulamaları gibi birçok uygulama alanında kullanılmaktadır. SiGe teknolojisinin bunların dışında potansiyel ekonomik faydaları da bulunmaktadır. SiGe tabanlı yeni tranzistor teknolojisi düşük bir maliyet ile telekomünikasyon uygulamaları için daha yüksek hıza ve performansa imkan sağlar. Bu uygulamaların bir çoğu için, silikon yarıiletkenleri 1 ile 2 GHz frekans aralığında kullanılmaktaydı. Ancak bir çok RF uygulamaları için 30GHz ve üzerindeki frekanslara ihtiyaç vardır.


Harris Semiconductor, Hughes Networking, NorTel, Tektronix gibi bir çok yarıiletken firması silikon germanyum BiCMOS proseslerini kullanmaktadır. Bu da her geçen gün SiGe teknolojinin önemini daha da arttığını göstermektedir.


Günümüzde bilgisayar teknolojisi çok geliştiğinden elektronik devre uygulamalarının analizleri çok kolay bir biçimde yapılabilir. Özellikle RF uygulamalarının analizini gerçekleştirmek için Serenada ve Microwave Office 2000 programları ile her türlü analiz kolayca yapılabilir. Bilgisayar ile analizi yapılan elektronik devre gerçekleştirilerek spektrum analizi (verilerin elektriksel işaretin frekans spektrumuna göre enerji dağılımının incelenmesi) yapılır. 


Bu çalışmada amaç, silisyum ve silisyum germanyum yapısının incelenmesi, SiGe tranzistor yapısı eşdeğer modellerinin incelenmesi, SiGe-HBT tranzistoru ile yapılan uygulamalar, A ve F sınıflı güç kuvvetlendirici yapısının incelenmesi, SiGe ve GaAs ile yapılan tranzistorların birbirleriyle karşılaştırılması, Microwave office 2000 programını kullanarak SiGe heterobipolar tranzistorlu güç kuvvetlendiricisi uygulamaları yapılarak bilgisayar ortamında incelenmiştir. 


Bilgisayar ortamında devrenin çıkış gücü,giriş gücü, kazancı vb. sonuçları incelenmiştir.

